
2. Поверхность, пленки, слои
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Структуры с кремниевыми нанокристаллами в диэлектрических и полупроводниковых матрицах интенсивно исследуются в связи с квантово-размерными эффектами и важными приложениями в качестве излучающих и фотовольтаических устройств [1]. Наличие коротковолновой границы эмиссии экситонов в NC-Si в SiO2 вблизи (~ 0.6 мкм (энергия ~ 2.0 эВ), которая не следует из условий квантово-размерного ограничения, привело к предположению о важной роли автолокализованных экситонов (STE-Self-Trapped Exciton) в процессах эмиссии нанокристаллов кремния, внедренных в матрицу SiO2 [2]. 
В данной работе в экспериментах с перестраиваемым по длине волны импульсным возбуждением и наносекундным временным разрешением зарегистрированы спектры и кинетика люминесценции, а также спектры возбуждения люминесценции STE, связанных с поверхностными Si-Si-димерами в нанокристаллах кремния в матрице SiO2. Полоса люминесценции STE с максимумом вблизи 1.17 eV демонстрирует медленную кинетику релаксации ((STE=5.9 и 5.3 ms) и время спада люминесценции не зависит от длины волны наблюдения и среднего размера кристаллов, что соответствует излучательным переходам STE, идущим со стабильного энергетического уровня. В докладе обсуждаются наблюдаемые отличия спектров возбуждения экситонной ФЛ и STE. Сравнение результатов измерений с моделями STE в нанокристаллах кремния (3,4) позволяет, в частности, связать наблюдаемое уменьшение интенсивности люминесценции полосы STE при увеличении среднего размера нанокристаллов с ростом потенциального барьера между состоянием свободного экситона и STE-состоянием, минимизирующего захват экситона в STE- состояния.
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